BEISPIEL 5.1: Sourcefolger

1) 2) 3)
Versorgungsspannung: Uy=5V Kollektor-Ruhestrom: I = 1 mA
Eingangs-Ruhespannung: Up=4V Drain-Ruhestrom: Ing =1 mA
Generator-Innenwiderstand: Rg = 1 kQ2
Bipolartransistor: MOSFETs:
Flussspannung: Us=006V Schwellenspannung T: Uy, =1V
Temperaturspannung: Ur =25 mV Steuerfaktor T B =25 mA/V?
Stromverstarkung: B =100 Schwellenspannung Ty: Uye = =1V
Early-Spannung: Uy =50V Early-Spannung: Uy =50V
Restspannung: Ucgsat = 0,1 V

Ldsen Sie fiir jede der 3 Schaltungen folgende Aufgaben und vergleichen Sie die Ergebnisse:

(a) Berechnen Sie die Ausgangs-Ruhespannung U,y und dimensionieren Sie den Widerstand R
bzw. den Steuerfaktor 3, von MOSFET T3, sodass sich der Arbeitpunkt einstellt.

(b) Berechnen Sie unter Beriicksichtigung der Early-Leitwerte die Spannungsverstdrkung v,,.
(c) Berechnen Sie unter Beriicksichtigung der Early-Leitwerte den Eingangswiderstand r..

(d) Berechnen Sie unter Beriicksichtigung der Early-Leitwerte den Ausgangswiderstand r,.
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BEISPIEL 5.2: CMOS-Inverter

Versorgungsspannung: U, =5V

Schwellenspannungen: Uy = Uy =1V
Steuerfaktoren: By = Ba = 0,25 mA/V?
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Der CMOS-Inverter ist das einfachste logische Glied in CMOS-Technologie.

Ermitteln Sie die Ubertragungskennlinie U,(U.)

(a) in jenen Bereichen, in denen jeweils einer der Transistoren sperrt.
(b) in jenem Bereich, in dem beide Transistoren im Stromquellenbereich arbeiten.

(c) in jenen Bereichen, in denen jeweils ein Transistor im Stromquellenbereich und der andere im
Ohmschen Bereich arbeitet.

Hinweis: Die einzelnen Bereiche der Kennlinie gehen stetig mit stetigen Tangenten ineinander
iber.
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STEVERKENNLINIE IM STROMQUELLENBEREICH
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Arbd.\rs‘mn\d' m.-{ Wa& Kennlinie Mast kann mitd {C.S'hm Uf sc_rcdwu} werdlew

Stithik : [gm=128T5| (aeringer) Stethet : [gn= | (gri0e)

Godestrom : =0 Pasistrom : Tg=T /R (B=A400)

Klonsignalverhalken : FET kann wie :Bir)olﬂ!‘l‘fmsis‘br mit B=o6e und andertn Wet
vor gen behomdelk wesdea

Uy, >0 ... Selbstsperrender nMOSFET
Uy, <0 - Selbstletender n MOSFET
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p-Kanal JFET  selbstleit. pMOS  selbstsp. pMOS
-Spurbuddn. : USG < U{h
Ohms cher Bf-fﬁ-du : Usg. > U{h
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